
Física de Semiconductores

1. Concentración de portadores, movilidad y conductividad
2. Corriente de difusión
3. Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial
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A una barra de Si de largo L = 5 µm a temperatura ambiente tiene un 
dopaje uniforme ND = 1014 cm-3. Luego se le realiza un segundo dopaje tal 
que NA (x) = 1015 cm-3 exp(-x / 1 µm). Calcular la diferencia de potencial 
entre los extremos de la barra.

Tipo P

Tipo N
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Relaciones de Boltzmann

ϕn(x)=V th ln (n(x)
ni

)
ϕp(x)=−V th ln( p (x )

ni
)
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La regla de los 60 mV

ϕ(x)=V th ln(n(x)
ni

)=25.9mV
1

log (e)
log( n(x )

ni
)≈60mV log (n(x)

ni
)
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Distribución de portadores (Bajo hipótesis de quasi-neutralidad)


